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１．概要（Summary） 

分析時の測定精度を保ちつつ、開口幅の異なるトレン

チパターンを以下の Flowにて製作した。 

① Wet エッチングにて開口幅 80 nm のトレンチを形

成 

② 表面をシリコン酸化膜としつつ、開口幅を調整する

ために、AlO と SiOの 2層 ALD成膜 

測定精度の確保には、Line Edge Roughness(LER)

を低くすることが重要。ALD では温度一定条件では、供

給量のバラつき対し robust な特性を持つことから、本評

価を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

原子層堆積装置[FlexAL] 

【実験方法】 

ALD膜構成を下記 Fig. 1に示す。 

ALD 成膜のステージ温度を 300℃に設定し、AlO は

プリカーサに TMA と反応剤にH2Oを用いたサーマル成

膜、SiOはプリカーサに 3DMAS と反応剤に O2プラズマ

を用いたプラズマ成膜にて試作を行った。また、トレンチ

内での目標膜厚とサイクル数を Table. 1に示す。 

    

Fig. 1 Trench pattern shape and ALD deposition 

layer composition. 

 

Table. 1 Target film thickness and number of ALD 

cycles. 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

今後、本 patternに SiO dry etching処理を行い、処

理前後の膜厚と開口幅を TEM にて測定することで、

etchantの表面反応確率を解析する。 
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